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Este trabalho tem como objetivo principal o estudo comparativo na eficiéncia dos
materiais Silicio, Carbeto de Silicio e Diamante para aplicagdes em detectores de
particulas. Para isso foram utilizadas as ferramentas SRIM e GEANT4, ambas
baseadas em métodos de Monte Carlo, visando analisar a resposta destes para
grandezas, como por exemplo, formacao de pares elétron-buraco e deposi¢éo de
energia pelo ion incidente. Numa segunda leitura, foi estudado a possibilidade de
que particulas carregadas produzam radiagao de efeito Cherenkov. Usando o
simulador SRIM (Stopping and Range of lons in Matter), foi possivel estimar o
alcance dos ions dentro do material alvo para diferentes energias iniciais, assim
como a curva de deposi¢ao de energia no material. Estes dados serviram como
base para a escolha dos parametros para a aplicagao do "toolkit" GEANT4, onde
criamos duas simulagdes distintas. A primeira de um chip para deteccao de
particulas utilizando SiC, Si e Diamante no qual pudemos determinar a taxa de
formacao de pares elétron-lacuna responsaveis por gerar a corrente elétrica no chip
quando esse interage com as particulas. Na segunda simulacéao utilizamos SiC, Si e
Diamante como materiais geradores de efeito Cherenkov. Em especial, observamos
que o efeito Cherenkov apresenta uma dependéncia da intensidade do sinal gerado
com a espessura do material alvo, além da formacao de cones multiplos.



